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The invention relates to an integrated sem conduct or
circuit conprising a transistor and a strip conductor
(11). Said transistor conprises a first source/drain
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(54) Title: INTEGRATED SEMICONDUCTOR CIRCUIT COMPRISING A TRANSISTOR AND A STRIP CONDUCTOR

(54) Bezeichnung: INTEGRIERTE HALBLEITERSCHALTUNG MIT EINEM TRANSISTOR UND MIT EINER LEITERBAHN
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(57) Abstract: The invention relates to an integrated semiconductor circuit comprising a transistor and a strip conductor (11). Said
transistor comprises a first source/drain electrode (1), a second source/drain electrode (2), and a gate electrode. Said strip conductor
(11) is electrically insulated from a semiconductor substrate at least by means of a gate dielectric, and forms the gate electrode in
the region of the transistor. The strip conductor (11) extends in the region of the transistor along a first direction (x). According to
the invention, the second source/drain electrode (2) is arranged in such a way that it is offset in the first direction (x) in relation to
the first source/drain electrode (1). The transistor thus formed has an inversion channel (K1) which extends only between two facing
corner regions (la, 2a) of the first and second source/drain electrodes, i.e. is considerably narrower than the inversion channel of a
conventional transistor. The invention thus enables semiconductor circuits to be produced which are more compact.
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Veroffentlicht:
—  ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu ver-
dffentlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklirung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
kiirzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co-
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguliren Ausgabe der
PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine integrierte Halbleiterschaltung mit einem Transistor und mit einer Leiter-
bahn (11), wobei der Transistor eine erste (1) und eine zweite Source/Drain-Elektrode (2) und eine Gate-Elektrode aufweist, wobei
die Leiterbahn (11) zumindest durch ein Gate-Dielektrikum gegen ein Halbleitersubstrat elektrisch isoliert ist und im Bereich des
Transistors die Gate-Elektrode bildet und wobei die Leiterbahn (11) im Bereich des Transistors entlang einer ersten Richtung (x)
verlduft. Erfindungsgemif ist vorgesehen, daf} die zweite Source/Drain-Elektrode (2) in die erste Richtung (x) versetzt zur ers-
ten Source/Drain-Elektrode (1) angeordnet ist. Der so gebildete Transistor besitzt einen Inversionskanal (K1), der sich lediglich
zwischen zwei aneinander zugewandten Eckbereichen (1a, 2a) der ersten und der zweiten Source/Drain-Elektrode erstreckt, d. h.
wesentlich schmaler ist als bei einem herkdmmlichen Transistor. Damit sind dichter gepackte Halbleiterschaltungen herstellbar.



